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【手続補正書】
【提出日】平成23年3月24日(2011.3.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子デバイスであって、
　（ａ）半導体層と、
　（ｂ）低誘電率ポリマーおよび高誘電率ポリマーを含む単層の相分離誘電体層と、
　を任意の順に含み、
　前記低誘電率ポリマーは、前記半導体層に最も近い前記誘電体層の領域内の前記高誘電
率ポリマーの濃度に比べて高濃度であり、
　前記相分離誘電体層は、
（ｉ）第１の相が第２の相の連続的なマトリクス内の複数の点を形成するか、
（ｉｉ）第１の相が第２の相の連続的なマトリクス内の複数のロッド形状要素を形成する
か、又は、
（ｉｉｉ）第１の相が第２の相内に貫入して、同相ドメインを形成するか、
のいずれかの形態を有する、
　電子デバイス。
【請求項２】
　電子デバイスであって、
　（ａ）有機半導体層と、
　（ｂ）低誘電率ポリマー及び高誘電率ポリマーを含む単層の相分離誘電体層と、
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　を任意の順に含み、
　前記低誘電率ポリマーは、前記半導体層に最も近い前記誘電体層の領域内の前記低誘電
率および前記高誘電率ポリマーの総重量の、約６０％から１００％の濃度であり、前記高
誘電率ポリマーは約４０％から０％の濃度であり、
　前記相分離誘電体層は、
（ｉ）第１の相が第２の相の連続的なマトリクス内の複数の点を形成するか、
（ｉｉ）第１の相が第２の相の連続的なマトリクス内の複数のロッド形状要素を形成する
か、又は、
（ｉｉｉ）第１の相が第２の相内に貫入して、同相ドメインを形成するか、
のいずれかの形態を有する、
　電子デバイス。
【請求項３】
　薄膜トランジスタであって、
　（ａ）半導体層と、
　（ｂ）多量の低誘電率ポリマー／少量の高誘電率ポリマーの第１相および多量の高誘電
率ポリマー／少量の低誘電率ポリマーの第２相を備える、単層の相分離誘電体層と、
　を任意の順に含み、
　前記低誘電率ポリマーは、前記半導体層に最も近い前記誘電体構造の領域内の前記高誘
電率ポリマーの濃度に比べて高濃度であり、
　前記相分離誘電体層は、
（ｉ）第１の相が第２の相の連続的なマトリクス内の複数の点を形成するか、
（ｉｉ）第１の相が第２の相の連続的なマトリクス内の複数のロッド形状要素を形成する
か、又は、
（ｉｉｉ）第１の相が第２の相内に貫入して、同相ドメインを形成するか、
のいずれかの形態を有する、
　薄膜トランジスタ。
【請求項４】
　薄膜トランジスタであって、
　（ａ）半導体層と、
　（ｂ）低誘電率ポリマーと高誘電率ポリマーのポリマーブレンドを備える単層の相分離
ゲート誘電体層
　を任意の順に含み、
　前記低誘電率ポリマーは、ポリシルセスキオキサンであり、
　前記高誘電率ポリマーは、ポリ（メタクリル酸２－ヒドロキシエチル）であり、
　前記相分離誘電体層は、
（ｉ）第１の相が第２の相の連続的なマトリクス内の複数の点を形成するか、
（ｉｉ）第１の相が第２の相の連続的なマトリクス内の複数のロッド形状要素を形成する
か、又は、
（ｉｉｉ）第１の相が第２の相内に貫入して、同相ドメインを形成するか、
のいずれかの形態を有する、
　薄膜トランジスタ。
【請求項５】
　前記低誘電率ポリマーは、前記半導体層に最も近い前記誘電体層の領域内の前記低誘電
率および前記高誘電率ポリマーの総重量の、約８０％から１００％の濃度であり、前記高
誘電率ポリマーは約２０％から０％の濃度である、
　請求項１の電子デバイス。
【請求項６】
　前記低誘電率ポリマーは、前記半導体層に最も近い前記誘電体層の領域内の前記低誘電
率および前記高誘電率ポリマーの総重量の、約８０％から１００％の濃度であり、前記高
誘電率ポリマーは約２０％から０％の濃度である、
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　請求項２の電子デバイス。


	header
	written-amendment

